5. tiha vaja iz OPTICNIH KOMUNIKACIJ - 30.05.2013

1. Germanijeva fotodioda doseze kvantni izkoristek n=60% pri valovni dolzini A=1310nm.
KolikSna je odzivnost I/P=? taksSne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer Se ne pride do
pojava plazovnega ojacanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 1.58A/w (B) 0.633A/w (© 0.633w/A (D) 1.58w/A

2. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima elektricno pasovno Sirino Be=10GHz.
KolikSna_ bo opticna pasovna Sirina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni
do1zini A=1550nm?

(A) 8GHz (B) 10GHz (C) 13GHz (D) 4THz

3. Vvlakno za erbijev laserski ojacevalnik mora biti enorodovno na valovni dolzini
¢rpalke Ac¢=980nm kot tudi na valovni dolzini signala A=1550nm. Ce ima vlakno premer
jedra 2a=3um, koliksSna je njegova najvecja dopustna numericna apertura NA=?

(A) 0.10 (B) 0.15 (© 0.20 (D) 0.25

4. polarizacijsko rodovno razprsitev (PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu Tahko
bistveno zmanjSamo z naslednjim tehnolosSkim postopkom izdelave vlakna:

(A) sukanje preforma (B) elipticno (©) trak (ribbon) (D) silikonsko
med vlecenjem vlakna jedro vlakna s 4-24 vlakni primarno zasc¢ito

5. Osnovna omejitev obCutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN
fotodiodo pri valovni dolzini A=1550nm je:

(A) kapacitivno (B) kvantni (C) toplotni (D) kvantni
breme PIN diode izkoristek PIN Sum PIN diode Sum PIN diode

6. V nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs
(detekcija) in InGaAsP (mnozenje). Faktor mnozenja M=? opisane plazovne fotodiode za
valovno dolzino A=1550nm znaSa za optimalno razmerje signal/Sum priblizno:

(A) 1.0E+6 (B) 100 (O 10 (D) 20

7. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kQ.
KoTlikSno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprecne
opticne moc¢i Po=-10dBm (50%enic, 50%nicel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 80mv (B) 160mv (C©) 320mv (D) 40mv

8. Infrardeca LED za A=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. zaradi napake pri
epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo
imela bistveno slabsSi izkoristek n pretvorbe elektricne energije v svetlobo 1in:

(A) A>900nm (B) A=900nm (C) A<900nm (D) u=0.6V

9. Fotoupor_ima v temi upornost Rt=10MQ, pri pravokotnem vpadu soncCne svetlobe pa 5
R1=100Q. KoliksSno upornost R2=? pricakujemo pri_vpadnem kotu soncCne svetlobe ©=60°, cCe
odboj svetlobe na povrsini fotoupora zanemarimo?

(A) 500 (B) 100Q (Q©) 200Q (D) 5mMQ

10. KolikSno ojacanje G=? (v dB) Tahko doseze Er3+ vlakenski ojacevalnik s Crpalko moci
PC¢=100mwW na AC=980nm (u=1) in pasovno Sirino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko
se skoraj vsa mo¢ pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 60dB (B) 15dB (C) 30dB (D) 45dB

11. Koaksialni kabel ima Zzilo s premerom 2r;=3mm in oklop z notranjim premerom

2ro=11mm. Dielektrik je teflonska pena z €=1.5. Mejna frekvenca pojava visjih rodov v
taksSnem koaksialnem kablu znasa priblizno:

(A) 6.82GHz (B) 11.1GHz (C) 13.6GHz (D) 5.57GHz

12. Erbijev laserski ojacevalnik za A=1550nm lahko crpamo na razlicne nacCine. Katera je
najpomembnejsa prednost c¢rpanja na A=980nm v primerjavi s &rpanjem na A=1480nm?

(A) nizji Sum (B) vecja (C©) boljsi (D) vecje
ojacevalnika izhodna moc kvantni izkoristek jedro vlakna

Priimek in ime: Elektronski naslov:
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1. polarizacijsko rodovno razprSitev (PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu lahko
bistveno zmanjSamo z naslednjim tehnolosSkim postopkom izdelave vlakna:

(A) trak (ribbon) (B) silikonsko (C©) sukanje preforma (D) elipticno
s 4-24 vlakni primarno zascito med vlecenjem vlakna jedro vlakna

2. Osnovna omejitev obcCutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN
fotodiodo pri valovni dolzini A=1550nm je:

(A) toplotni (B) kvantni (C) kapacitivno (D) kvantni
sum PIN diode Sum PIN diode breme PIN diode izkoristek PIN

3. V nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs
(detekcija) in InGaAsP (mnozenje). Faktor mnozenja M=? opisane plazovne fotodiode za
valovno dolzino A=1550nm znaSa za optimalno razmerje signal/Sum priblizno:

(A) 10 (B) 20 (©) 1.0E+6 (D) 100

4. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kQ.
KoTlikSno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprecne
opticne moc¢i Po=-10dBm (50%enic, 50%nicel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 320mv (B) 40mv () 80mv (D) 160mv

5. KoliksSno ojacanje G=? (v dB) lahko doseze Er3+ vlakenski ojacCevalnik s crpalko moci
PC¢=100mwW na AC=980nm (u=1) in pasovno Sirino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko
se skoraj vsa mo¢ pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 30dB (B) 45dB (©) 60dB (D) 15dB

6. Koaksialni kabel ima Zzilo s premerom 2rs;=3mm in oklop z notranjim premerom 2r.,=11lmm.
Dielektrik je teflonska pena z e€.=1.5. Mejna frekvenca pojava visjih rodov v
taksSnem koaksialnem kablu znasa priblizno:

(A) 13.6GHz (B) 5.57GHz (C) 6.82GHz (D) 11.1GHz

7. Erbijev Tlaserski ojacevalnik za A=1550nm Tahko Crpamo na razlicne nacine. Katera je
najpomembnejsa prednost ¢rpanja na A=980nm v primerjavi s &rpanjem na A=1480nm?

(A) boljsi (B) vecje (O nizji Sum (D) vecja
kvantni 1izkoristek jedro vlakna ojacevalnika izhodna moc

8. Germanijeva fotodioda doseze kvantni izkoristek n=60% pri valovni dolzini A=1310nm.
KolikSna je odzivnost I/P=? taksSne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer Se ne pride do
pojava plazovnega ojacanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 0.633w/A (B) 1.58w/A (C©) 1.58A/w (D) 0.633A/w

9. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima elektricno pasovno Sirino Be=10GHz.
KolikSna bo opticna pasovna Sirina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni
do1zini A=1550nm?

(A) 13GHz (B) 4THz (C) 8GHz (D) 10GHz

10. vlakno za erbijev laserski ojacevalnik mora biti enorodovno na valovni dolzini
¢rpalke Ac¢=980nm kot tudi na valovni dolzini signala A=1550nm. Ce ima vlakno premer
jedra 2a=3um, koliksSna je njegova najvecja dopustna numericna apertura NA=?

(A) 0.20 (B) 0.25 (o) 0.10 (D) 0.15

11. Infrardeca LED za A=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. zaradi napake pri
epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo
imela bistveno slabsSi izkoristek n pretvorbe elektricne energije v svetlobo 1in:

(A) A<900nm (B) u=0.6vVv (A A>900nm (D) A=900nm

12. Fotoupor ima v temi upornost Rt=10MQ, pri pravokotnem vpadu soncne svetlobe pa
R1=100Q. KoliksSno upornost R2=? pricakujemo pri vpadnem kotu soncne svetlobe 0=60°, ce
odboj svetlobe na povrsini fotoupora zanemarimo?

(A) 200Q (B) 5MQ (O 50Q (D) 1000

Priimek in ime: Elektronski naslov:
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1. Fotoupor_ima v temi upornost Rt=10MQ, pri pravokotnem vpadu soncCne svetlobe pa 5
R1=100Q. KoliksSno upornost R2=? pricakujemo pri_vpadnem kotu soncCne svetlobe ©=60°, ce
odboj svetlobe na povrsini fotoupora zanemarimo?

(A) 500 (B) 1000 (c) 2000 (D) 5MQ

2. Koliksno ojacanje G=? (v dB) lahko doseze Er3+ vlakenski ojacevalnik s crpalko moci
PC¢=100mwW na AC=980nm (u=1) in pasovno Sirino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko
se skoraj vsa moc pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 60dB (B) 15dB (©) 30dB (D) 45dB

3. Koaksialni kabel ima zilo s premerom 2rs;=3mm in oklop z notranjim premerom 2r.,=11lmm.
Dielektrik je teflonska pena z e€.=1.5. Mejna frekvenca pojava visjih rodov v
taksSnem koaksialnem kablu znasa priblizno:

(A) 6.82GHz (B) 11.1GHz (C) 13.6GHz (D) 5.57GHz

4. Germanijeva fotodioda doseze kvantni izkoristek n=60% pri valovni dolzini A=1310nm.
KolikSna je odzivnost I/P=? taksSne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer Se ne pride do
pojava plazovnega ojacanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 1.58A/w (B) 0.633A/w (© 0.633w/A (D) 1.58w/A

5. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima elektricno pasovno Sirino Be=10GHz.
KolikSna bo opticna pasovna Sirina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni
do1zini A=1550nm?

(A) 8GHz (B) 10GHz (C) 13GHz (D) 4THz

6. Vlakno za erbijev laserski ojacevalnik mora biti enorodovno na valovni dolzini
¢rpalke A¢=980nm kot tudi na valovni dolzini signala A=1550nm. Ce ima vlakno premer
jedra 2a=3um, koliksSna je njegova najvecja dopustna numericna apertura NA=?

(A) 0.10 (B) 0.15 (o 0.20 (D) 0.25

7. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kQ.
KoTlikSno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprecne
opticne moc¢i Po=-10dBm (50%enic, 50%nicel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 80mv (B) 160mv (O 320mv (D) 40mv

8. Infrardeca LED za A=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. zaradi napake pri
epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo
imela bistveno slabsSi izkoristek n pretvorbe elektricne energije v svetlobo 1in:

(A) A>900nm (B) A=900nm () A<900nm (D) u=0.6Vv

9. Erbijev laserski ojacevalnik za A=1550nm lahko crpamo na razlicne nacine. Katera je
najpomembnejsa prednost c¢rpanja na A=980nm v primerjavi s &rpanjem na A=1480nm?

(A) nizji Sum (B) vecja (C©) boljsi (D) vecje
ojacevalnika izhodna moc kvantni izkoristek jedro vlakna

10. Polarizacijsko rodovno razprsitev_(PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu Tahko
bistveno zmanjsamo z naslednjim tehnoloskim postopkom izdelave vlakna:

(A) sukanje preforma (B) elipticno (©) trak (ribbon) (D) silikonsko
med vlecenjem vlakna jedro vlakna s 4-24 vlakni primarno zasc¢ito

11. osnovna omejitev obcutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN
fotodiodo pri valovni dolzini A=1550nm je:

(A) kapacitivno (B) kvantni (C) toplotni (D) kvantni
breme PIN diode izkoristek PIN Sum PIN diode Sum PIN diode

12. v nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs
(detekcija) in InGaAsP (mnozenje). Faktor mnozenja M=? opisane plazovne fotodiode za
valovno dolzino A=1550nm znaSa za optimalno razmerje signal/Sum priblizno:

(A) 1.0E+6 (B) 100 (O 10 (D) 20

Priimek in ime: Elektronski naslov:



5. tiha vaja iz OPTICNIH KOMUNIKACIJ - 30.05.2013

1. Germanijeva fotodioda doseze kvantni izkoristek n=60% pri valovni dolzini A=1310nm.
KolikSna je odzivnost I/P=? taksSne fotodiode pri zaporni napetosti, kjer Se ne pride do
pojava plazovnega ojacanja? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s, Qe=-1.6E-19As).

(A) 0.633w/A (B) 1.58w/A (O 1.58A/w (D) 0.633A/w

2. Svetlobni sprejemnik (PIN-FET modul) ima elektricno pasovno Sirino Be=10GHz.
KolikSna_ bo opticna pasovna Sirina Bo=? istega svetlobnega sprejemnika pri isti valovni
do1zini A=1550nm?

(A) 13GHz (B) 4THz (C) 8GHz (D) 10GHz

3. Vvlakno za erbijev laserski ojacevalnik mora biti enorodovno na valovni dolzini
¢rpalke Ac¢=980nm kot tudi na valovni dolzini signala A=1550nm. Ce ima vlakno premer
jedra 2a=3um, koliksSna je njegova najvecja dopustna numericna apertura NA=?

(A) 0.20 (B) 0.25 (o 0.10 (D) 0.15

4. InfrardeCa LED za A=900nm uporablja heterostrukturo GaAlAs:GaAs. zaradi napake pri
epitaksiji so tehnologi pozabili izdelati plast GaAlAs. Nastala PN dioda iz GaAs bo
imela bistveno slabsSi izkoristek n pretvorbe elektricne energije v svetlobo 1in:

(A) A<900nm (B) u=0.6Vv (C) A>900nm (D) A=900nm

5. Fotoupor_ima v temi upornost Rt=10MQ, pri pravokotnem vpadu soncne svetlobe pa 5
R1=100Q. KoliksSno upornost R2=? pricakujemo pri_vpadnem kotu soncCne svetlobe ©=60°, ce
odboj svetlobe na povrsini fotoupora zanemarimo?

(A) 200Q (B) 5MQ (O 50q (D) 1000

6. PIN-FET modul vsebuje fotodiodo z odzivnostjo I/P=0.8A/W in transimpedanco Rt=1kQ.
KoTlikSno izhodno napetost U=? (vrh-vrh) dobimo s svetlobnim krmilnim signalom povprecne
opticne moc¢i Po=-10dBm (50%enic, 50%nicel in visoko ugasno razmerje)?

(A) 320mv (B) 40mv () 80mv (D) 160mv

7. Koliksno ojacanje G=? (v dB) lahko doseze Er3+ vlakenski ojacCevalnik s crpalko moci
PC¢=100mwW na AC=980nm (u=1) in pasovno Sirino B=4THz pri osrednji frekvenci f=194THz, ko
se skoraj vsa mo¢ pretvori v spontano sevanje ASE? (h=6.625E-34Js, c0=3E+8m/s)

(A) 30dB (B) 45dB (©) 60dB (D) 15dB

8. Koaksialni kabel ima Zzilo s premerom 2rs;=3mm in oklop z notranjim premerom 2r.,=11lmm.
Dielektrik je teflonska pena z e€.=1.5. Mejna frekvenca pojava visjih rodov v

taksSnem koaksialnem kablu znasa priblizno:

(A) 13.6GHz (B) 5.57GHz (C) 6.82GHz (D) 11.1GHz

9. Erbijev laserski ojacevalnik za A=1550nm lahko crpamo na razlicne nacine. Katera je
najpomembnejsa prednost c¢rpanja na A=980nm v primerjavi s &rpanjem na A=1480nm?

(A) boljsi (B) vecje (O nizji Sum (D) vecja
kvantni 1izkoristek jedro vlakna ojacevalnika izhodna moc

10. Polarizacijsko rodovno razprsitev_(PMD) v enorodovnem steklenem vlaknu Tahko
bistveno zmanjsamo z naslednjim tehnoloskim postopkom izdelave vlakna:

(A) trak (ribbon) (B) silikonsko (C©) sukanje preforma (D) elipticno
s 4-24 vlakni primarno zascito med vlecenjem vlakna jedro vlakna

11. osnovna omejitev obcutljivosti nekoherentnega svetlobnega sprejemnika z InGaAs PIN
fotodiodo pri valovni dolzini A=1550nm je:

(A) toplotni (B) kvantni (C) kapacitivno (D) kvantni
Sum PIN diode Sum PIN diode breme PIN diode izkoristek PIN

12. v nekoherentnem sprejemniku uporabimo plazovno fotodiodo s heterostrukturo InGaAs
(detekcija) in InGaAsP (mnozenje). Faktor mnozenja M=? opisane plazovne fotodiode za
valovno dolzino A=1550nm znaSa za optimalno razmerje signal/Sum priblizno:

(A) 10 (B) 20 (©) 1.0E+6 (D) 100

Priimek in ime: Elektronski naslov:



